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Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inz. Stawomir M. Kaczmarek

Inni Nauczyciele: mgr Anna Jasik, mgr Tomasz Skibinski

Wymagania wstepne: Znajomosé¢ podstawowego kursu fizyki, w szczegdInosci fizyki potprzewodnikow

Efekty ksztalcenia: Zdobycie wiedzy na temat zasad dziatania oraz umiejetnosci: analizy budowy i dziatania réznych typow
dyskretnych elementéw potprzewodnikowych, doboru przyrzadéw poélprzewodnikowych z oferty handlowej producentow,
diagnozowania uszkodzen elementdw, pomiaréw charakterystyk i parametrow przyrzadow.

Tre$¢ merytoryczna przedmiotu:

Wyktady: Pétprzewodniki. Wiasciwosci materiatow potprzewodnikowych. Rodzaje potprzewodnikoéw. Energetyczny model
pasmowy. Ztacze p-n. Zjawiska fizyczne w ztaczu niespolaryzowanym i spolaryzowanym. Charakterystyka statyczna ztgcza. Wplyw
temperatury na wlasciwosci zlacza. Wlasciwosci impulsowe zlacza. Przebicie zlacza Diody potprzewodnikowe. Budowa,
wlasciwosci, parametry, oznaczenia, charakterystyki, zastosowanie i podstawowe uktady pracy diod: prostowniczych, uniwersalnych,
stabilizacyjnych, impulsowych, pojemnos$ciowych. Uszkodzenia i diagnostyka. Tranzystor bipolarny. Rodzaje, oznaczenia i zasada
dziatania. Zakresy pracy i konfiguracje. Charakterystyki statyczne. Wpltyw temperatury na wiasciwosci tranzystora. Podstawowe
zastosowania. Typy uszkodzen i diagnostyka. Tranzystor polowy. Zasada pracy, oznaczenia i klasyfikacja. Tranzystory ztaczowe.
Tranzystory z izolowana bramka. Charakterystyki statyczne. Zakresy pracy i parametry. Przyktady zastosowan. Typy uszkodzen i
diagnostyka. Przyrzady przelaczajace. Rodzaje elementéw przetgczajacych. Zasada dziatania, budowa, parametry, charakterystyki
triakOw 1 tyrystorow. Sposoby i uktady wlaczania i wylgczania tyrystoréw. Zastosowania elementéw przetaczajacych. Sposoby
qdprowadzania ciepta z elementow potprzewodnikowych.

Cwiczenia: Badanie wasciwosci statycznych i dynamicznych diod pétprzewodnikowych réznych typéw, badanie stabilizatora
parametrycznego zbudowanego na diodzie Zenera, badanie tranzystora bipolarnego duzej mocy BDY 25 w uktadzie wspdlnej bazy
WB oraz WE, badanie tranzystora polowego ztaczowego BF 245, badanie wtasciwosci statycznych tyrystora BTP 10/100, badanie
wlasciwosci statycznych i dynamicznych transoptora CNY 17.

Metody nauczania:
Wyktad: Prezentacja multimedialna
Laboratorium: Zajecia praktyczne

Metody oceny:

Egzamin pisemny i ustny. Zaliczenie pisemne wszystkich ¢wiczen.
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